Telefunken Transistor BC194 Datasheet

Silicon NPN Transistor

BC194

40V / 800mA
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Telefunken Transistor BC194 Datasheet

BC 194

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir universelle Anwendungen
in Siebdruckschaltungen.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for general applications in
hybrid circuits.
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Abmessungen - Dimensions
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Kunststoffgehduse

TOM 13

Gewicht - Weight

max. 0,02 g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 40 v

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 25 v

Emitter-Basis-Sperrspannung Uegpo 5 v

Kollektorstrom Ic 800 mA,

Kollektorspitzenstrom lom 1 A
Gesamtverlustleistung

tamp = 45°C Piot M 105 mwW

Sperrschichttemperatur Y 125 “C

Lagerungstemperatur Tstg —-55..+125 °C

1} In einem vergossenan Modul ist die Verlustieistung gréBer und mull von Fall zu Fall bestimmt wardan
In & sealed-in modul the power dissipation is higher and must be checked.
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Min. Typ.

Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RinJa

KenngréBen - Characteristics
Umgebungstemperatur typ = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

Ucg = 30V lceo

Ucg = 30V, tymp = 100°C lceo
Emitterreststrom

Ugg = 3V IEBO
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

Ic = 10 pA U{EH]CBD 40
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic = 10mA Usriceo! 25
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

g =10 4A UBRIEBO 5
Kollektor-Sattigungsspannung

Ig = 150mA, Ig = 15mA Urgeatt
Basis-Sattigungsspannung

Ig = 150mA, |g = 15 mA Uggsat?
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

UCE = 10V, IC - 1mA hFE 25

Ugg = 10V, I = 10mA hgg i) 40

Usg = 1V, Ig = 150mA hgg 20
Transitfrequenz

UGE = 8Y, IC = 10mA, f = 100 MHz fT 100
Kollektor-Basis-Kapazitat

Ucg = 10V, | = 1 MHz Ccro 8
Einschaltzeit

Ic = 150mA, Igy = 15mA tan 25
Ausschaltzeit

Ic = 150mA, lgy = -lgo = 15mA toff 150

1]t-"‘ = 0,01, tg = 0.3ms
T P
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